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Technische Information und Atzanleitung

Anwendungsqgebiet

Cr-etch-200 ist ein alkalisches Atzmittel fir die Strukturierung oder Entfernung von diinnen

Cr-Schichten mit Selektivitat zu Metallen wie Au, Sn, Pt, Cu, Ni, Ti, Ta. Ubliche
Anwendungsfelder finden sich in der Halbleiter- und Mikrosystemtechnik, z.B.

- fur die nasschemische Strukturierung von diinnen Chromschichten
o bei Einsatz von Lackmasken: Verwendung von Cr-etch-210

- bei der Entfernung von Startschichten (z.B. Cr/Au oder Cr/Cu) nach erfolgter

Galvanik, wo diinne Chromschichten als Haftvermittler oder Barriereschichten
entfernt werden sollen.

Vorteile und Anforderungsprofil

Cr-etch-200 zeigt nur sehr wenig Unteratzung (im Dimensionsbereich der Schichtdicke)
und bietet Selektivitat fur eine Vielzahl von Materialien.

Cr-etch-200 eignet sich sehr gut zur Entfernung einer Cr-Schicht nach erfolgter
Galvanisierung, wobei die galvanisierte Struktur nicht von der Atzchemie angegriffen
werden soll. Cr-etch-200 ist in verschiedenen Reinheitsgraden erhéltlich. Die Atzlésung
kann bei Raumtemperatur eingesetzt werden.

Cr-etch-200 passt zum Anforderungsprofil:
- geringe Unteratzung, Strukturauflosung unter 1um
- Selektivitat zu vielen Materialien, u.a. zu Metallen aus Galvanotechnik
- erhaltlich in verschiedenen Reinheitsgraden bis hin zur Halbleiteranwendung
- Einsatz bei Raumtemperatur

Bestimmungsgemale Verwendung

- geeignet fiir manuelle Handhabung odr Atzanlage
- ausschlie3lich geeignet fir Anwendung in Labor- oder Produktionsumgebung
- ausschlielilich fur gewerbliche Anwendung vorgesehen

Selektivitat

Cr-etch-200 ist kompatibel/atzt selektiv zu folgenden Materialien:
o Metalle: Au, Sn, Pt, Cu, Ni, Ti, Ta; TiW bedingt
o Halbleitermaterialien: Si, SiO2, Si3N4 (weitere Angaben auf Anfrage)

Nicht kompatibel: Positiv-Resist (Novolak)

Atzrate/Ergiebigkeit

Die Atzrate betragt Giblicherweise 12 — 15 nm/min.

Eine 30nm dicke Chrom-Schicht (gesputtert) wird in ca. 150 Sekunden strukturiert/entfernt.

Die Atzl6sung ist dauerstabil und kann je nach Anforderung mehrfach verwendet werden.
Es wird empfohlen, die Losung spatestens zu verwerfen, wenn die Atzrate sich um 20%
reduziert hat.
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Chromatzmittel zur Strukturierung :

Bestellnummer / Artikelnummer / Lieferform

Cr-etch-200 wird als gebrauchsfertige Losung geliefert.
Standardmafig werden die Bestandteile in der Stufe ,reinst® angeboten.

Bestellnummer: Artikelnummer + Gebinde-Code

Artikelnummer Gebinde-Code
1l 5l 101 201

101200-40 D F G H

Cr-etch-200
(ready-to-use)

Auf Anfrage: - Analysezertifikate zur Charge mit individuellem Bedarf an die Inhaltsstoffe
- Lésungen in anderer Reinheitsstufe oder mit besonderer Anforderung an Spuren

Ansatz

Cr-etch-200:
Die Losung ist gebrauchsfertig und kann wie geliefert eingesetzt werden.

Atzbedinqungen

Temperatur: 20°C bis 40°C
Behalter: Tank fur Batch-Prozess, Petrischale fur manuelle Einzelanwendung
Bewegung: mittel;

Umwalzung; Ruhrfisch, Rithrer; autom./ manuelle Atzgutbewegung
Atzrate: 150 Sekunden fiir 30nm

Vorbehandlung: Descum / Sauerstoffplasma zur Verbesserung der Benetzung von
Metallmasken (kein Netzmittel erforderlich)

Atzergebnis/Kontrolle

Der Zeitpunkt der vollstandigen Entfernung kann visuell beobachtet werden. Das Chrom
sollte rickstandsfrei entfernt sein, was gegebenenfalls mit dem Mikroskop Uberprift
werden sollte.

Beispiel zur Prozessfolge

In der linken Spalte der unten stehenden Tabelle ist ein herkdbmmlicher Atzprozess mit
Ublicher Unteratzung im Vergleich zum Prozess mit Cr-etch-200 ohne nennenswerte
Unteratzung in der rechten Spalte gezeigt.

Nach einem strukturierten Galvanikprozess soll die Startschicht aus Cr/Au entfernt
werden, um die Strukturen elektrisch voneinander zu trennen. Unter Nutzung von Cr-etch-
200 entsteht hierbei keine nennenswerte Unteréatzung der Galvanikstruktur (rechte Spalte).
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(Artikel 101200-40) fur Halbleiter- und Mikrosystemtechnik D aeaoogies
Technische Information und Atzanleitung
_ _ Au Cr Au Cr

0. Beschichtung mit A\ A\

Au-Startschicht und _ _

Cr-Haftschicht Si Si

1. Photolackstrukturierung
als Galvanikform

2. O2-Plasmabehandlung

3. Galvanik (z.B. Ni)

5. Nassatzen der
Au-Startschicht und
Cr-Haftschicht

4. Lackentfernung j_.

ublicher Atzprozess mit Atzprozess mit Cr-etch-200
hoher Unterétzung mit wenig Unterdtzung

(Unteratzung der Au Schicht
kann mit Au-etch-200
minimiert werden)
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Allgemeine Hinweise zur Prozessdurchfiihrung

Vorbehandlungen

Substrate mit geringer Benetzung sollten eine Vorbehandlung mittels Sauerstoffplasma
durchlaufen, um organische Reste zu entfernen und die Benetzung des Atzmittels zu
verbessern. Die Oberflache wird hydrophilisiert, so dass keine Benetzungsmittel bendtigt
werden.

Durchfiihrung der Atzung

Wahrend der Atzung ist fiir ausreichend Badbewegung oder Substratbewegung zu sorgen.
Die erforderliche Atzdauer kann bei manueller Atzung auf Sicht durch Farbumschlag der
Atzflachen und durch optische Bewertung beim Atzen ermittelt werden. Eine Verlangerung
der Atzdauer nach optischer Freiatzung um 10% bis 15% ist zur Sicherstellung der
vollstandigen Entfernung zu empfehlen.

Nachbehandlung
Ausreichende Spulung mit DI-Wasser/Quick-Dump
Schleudertrocknung oder Abblasen mit Stickstoff

Bekannte Fehler / Fehlervermeidung

ungleichmaRiges Atzergebnis/unvollstandige Atzung
- schlechte Benetzung der Atzl6sung / kein Plasma durchgefiihrt
- LOsung verbraucht
- ungeniugende Bewegung

schlechte Auflésung/hohe Unteratzung
- Uberhohte Atzzeit

Cr-etch-200 ist nicht kompatibel mit Positvlack. Bei Verwendung einer Lackmaske
sollte daher Cr-etch-210 verwendet werden.

Sicherheits- und Entsorgungshinweise
Die Atzldsung ist ein Gefahrstoff im Sinne der Gefahrstoffverordnung.
Die Sicherheitsvorschriften und Angaben im Sicherheitsdatenblatt sind zu beachten.

Die Atzlésung nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Zur Entsorgung die gebrauchte
oder ungebrauchte Atzlésung in Entsorgungsbehéltern sammeln und einer
vorschriftsmaRigen Entsorgung zufihren. Gereinigte Gebinde kbnnen wiederverwendet
werden.

Technischer Support

NB Technologies GmbH

Fahrenheitstr. 1, 28259 Bremen

Tel.: 0421 2445810 FAX.: 0421 22379787
Email: info@nb-technologies.de

Web: www.nb.technologies.eu
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